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【はじめに】液体金属は表面張力が大きいため，一般的には固体表面で液滴化しやすい．これを

利用することで，高品質な III-V 族半導体のナノワイヤを成長できることが古くから知られている．

一方我々は，液体 In が MoOx薄膜上で完全濡れ状態となることを見出し，これをりん蒸気と反応

させることで，室温でバンド端発光が観測できる InP 薄膜を形成できることを報告した [1]．この

現象を In 以外の金属に一般化できれば，III-V 族半導体を代表とする化合物半導体の高品質結晶の

任意基板上への製膜プロセスの新たな選択肢への発展が期待できる．本研究では種々の低融点金

属の MoOx 薄膜上における濡れ性を調査し，その応用として III-V 族りん化物の製膜を実施した． 

【実験方法】MoO3 を蒸発源とする真空蒸着法により，ソーダライムガラス (SLG)，もしくは Mo
基板上に MoOxを製膜した．この上に種々の金属を蒸着することで，金属/MoOx/SLG (or Mo) 積層

試料を作製した．これらを内圧 10-2 Pa 以下の石英管中に封入し，製膜した金属の融点より 100 K
以上高い温度で保持後，空冷することで溶融時の表面形態を可能な限り凍結した．その後，

SEM-EDS，および XRD によって組織観察と相同定を行った．凝固後の表面形態から判別が難し

い金属については，加熱ステージを装備した SEM によって溶融状態のその場観察を行った．りん

化には Sn/Sn4P3 二相試料をりん蒸気供給源とする手法を用いた [2]． 

【実験結果・考察】Figure 1 に SLG および MoOx/SLG 上に製膜した Ga，Bi の熱処理後の SEM-EDS
観察結果を示す．Ga，Bi ともに SLG 基板上では基板が露出しており，液滴化したことが分かる．

Bi は MoOx/SLG 上も同様に液滴化していたが，Ga は一部 MoOxの SLG からの剥離が見られたも

のの基板上全体に存在しており，完全濡れ状態にあったと考えられる．SLG の軟化点以下で溶融

する金属を系統的に調査した結果，III 族元素である In，Ga のみが完全濡れ状態となることが明

らかになった．講演では，これらをりん化して III-V 族半導体を製膜した結果も併せて報告する． 
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Figure 1. SEM-SE images and the corresponding EDS maps of (a) Bi and (b) Ga films on SLG and 

MoOx/SLG substrates after annealing at more than 100 K above the melting point of metals. 
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